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はじめに  

高性能紫外発光素子の実現には、サファイア基板上への高品質 AlGaN作製技術の確立が重

要である。スパッタ法は量産性・再現性に優れた技術であり、これを下地層に用いることが

できればメリットは大きい。これまで本研究グループでは、スパッタ法により堆積した AlN

膜を高温アニール処理した後、MOVPE 法により AlN を再成長することで結晶配向性に優れ

た AlN 層が得られることを報告してきた[1]。今回は、アニールしたスパッタ AlN 膜を下地層

として用いて、さらに AlGaN 厚膜の成長を行い、紫外発光素子におけるスパッタ AlN膜およ

びそのアニール技術の有用性を検討したので報告する。 

実験内容  

c面サファイア基板上にRFスパッタ法を用いて成膜された膜厚 200nmのAlN膜を 1700℃で

高温アニール処理を行った。アニールの雰囲気は窒素で、3時間保持した。その AlN膜上に、

MOVPE法により Al0.7Ga0.3Nを 1μｍ直接成長させた。AlGaN成長は 30 torr で行い、成長温度

は 1150 ℃である。また、成長中には Si 原料として TMSi を 4 sccm流した。 

図 1 はアニール後の AlN 膜と AlGaN 成長後の表

面状態を AFM により観察した結果である。成長

前後においては RMS 値も 1nm以下であり、平坦

な表面が得られていると考えられる。図 2はアニ

ール後の AlN 膜と Al0.7Ga0.3N 成長後の X 線ロッ

キングカーブとそれらの半値全幅を示したもの

である。アニール後のスパッタ AlNは(0002)回折

において 37 arcsec, (10-12)回折において 232 arcsec

であり、高品質な AlN膜が得られていることがわ

かる。その上に直接成長した Al0.7Ga0.3N は(0002)

回折において 168 arcsec,、(10-12)

回折において 254 arcsecであり、

ツイスト配向は良好な AlN 膜を

引き継ぐことがわかった。また、

同一試料の貫通転位密度を CL

暗点密度から見積もったところ、

1.2×10
9
cm

-2であった。これらの

結果は MOVPE 法のみで作製し

た AlGaNと同等以上の結晶性を

有していた。以上の結果からス

パッタAlN膜を高温アニールしたAlNテンプレートが紫外発光素子の成長基板として有用で

あると判断できる。 
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図1 AlN膜のアニール後(左)とその上へ

のAlGaN成長後(右)の表面AFM像 

 

図 2 XRC測定結果 
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